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概要

SSRMでは局所抵抗に関する知見を、EBSDでは結晶粒・粒界に関する知見を得ることができます。
EBSD測定と同一箇所でSSRM 測定を行うことで、結晶粒界部を含んだ領域の局所抵抗を測定しました
ので紹介いたします。
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同一箇所における抵抗分布と結晶粒・結晶粒界評価

測定法 ：SSRM・EBSD
製品分野 ：太陽電池
分析目的 ：形状評価・構造評価

TEL ： 03-3749-2525 E-mail ： info@mst.or.jp
URL ： http://www.mst.or.jp/

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

CIGS薄膜太陽電池の結晶粒と抵抗評価CIGS薄膜太陽電池の結晶粒と抵抗評価


